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１．概要（Summary） 
半導体の構成成分として、多種多様の“膜”が用いられて

いる。そして半導体製造プロセスの約１／４を占めると言

われる洗浄工程では、それら膜に対するダメージの低減

が求められているため、膜厚測定器を用いて半導体洗浄

液の各膜種(酸化膜、窒化膜、多結晶 Si など)に対するダ

メージの度合を評価した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
膜厚測定器  
ドラフトチャンバー(塩ビ) 
ドラフトチャンバー(SUS) 
超純水製造装置 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Measurement system 
 

【実験方法】 
約 2cm 角の各種膜基板の初期膜厚を膜厚測定器にて測

定後、ドラフトチャンバー内で半導体洗浄液への浸漬及

び超純水によるリンスを行った。 
洗浄液浸漬後の膜厚を膜厚測定器にて測定し、洗浄液

浸漬前後の膜厚減少量を算出した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

洗浄液浸漬前後の膜厚減少量は各種膜の洗浄液によ

るダメージの度合を表している。本測定によって、洗浄液

成分の違いが各膜種へ与える影響を検証することが出来

た。 
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